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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  画素の欠陥発生を防止できる液晶表示装置を
提供する。
【解決手段】  アレイ基板21とアレイ基板21に対向する
対向基板との間に液晶を配設する。アレイ基板21の透光
性を有する絶縁基板22の一主面上に直交して複数の走査
線24および信号線25を電気的に絶縁して配設する。絶縁
基板22上に配設した補助電極32の対辺に外部に引き出し
た引き出し電極36a，36bをそれぞれ設ける。補助電極32
と、補助電極32上の補助容量部33と、補助容量部33上の
補助容量線34とで補助容量35を形成する。補助電極32と
補助容量線34との間の界面準位が大きい場合でも、補助
容量部33の高周波特性を損なわない。画素欠陥の発生を
防止でき、歩留まり良く製造できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  透光性を有する絶縁基板、この絶縁基板
の一主面上に互いに交差して配設されそれぞれ導電層で
形成され互いに絶縁された複数本の信号線および走査
線、前記絶縁基板上に配設され半導体層で形成された活
性層と前記絶縁基板上に配設され前記走査線に電気的に
接続されたゲート電極とこれらゲート電極および前記活
性層の間に位置する絶縁層で形成されたゲート絶縁膜と
を有し前記信号線および走査線の交点に対応して配設さ
れる薄膜トランジスタ、前記走査線を形成する導電層で
形成された補助容量線と前記活性層を形成する半導体層
で形成された補助電極とこれら補助容量線および補助電
極の間に位置し前記ゲート絶縁膜を形成する絶縁層で形
成された補助容量部とを有する補助容量、前記薄膜トラ
ンジスタにより制御されマトリクス状に配設される透明
導体層である画素電極、および前記補助電極の対向する
対辺それぞれに設けられ外部に引き出された複数の引き
出し電極を備えたアレイ基板と、
このアレイ基板に対向する対向基板と、
前記アレイ基板と対向基板との間に配設される液晶とを
具備していることを特徴とした液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜トランジスタ
をスイッチング素子とする液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、この種の液晶表示装置としては、
例えば、図４に示す構成が知られている。
【０００３】この図４に示す液晶表示装置は、アクティ
ブマトリクス型であり、アレイ基板１と、このアレイ基
板１に対向し図示しない対向電極を有する図示しない対
向基板とを有している。そして、これらアレイ基板１と
対向基板との間には、図示しない液晶組成物の液晶が配
設されている。
【０００４】また、このアレイ基板１には、透光性を有
する絶縁基板２の一主面上に、導電層で形成された複数
本の走査線３と信号線４とがそれぞれ平行に互いに直交
して図示しない層間絶縁膜により絶縁されて配設されて
いる。そして、これら走査線３と信号線４との交点に対
応した位置には、薄膜トランジスタ(Thin Film Transis
tor)５が形成されている。
【０００５】この薄膜トランジスタ５は、絶縁基板２上
に半導体層である活性層６が配設され、これら活性層６
を含む絶縁基板２上に絶縁層で形成された図示しないゲ
ート絶縁膜が配設され、このゲート絶縁膜上に走査線３
に直交するゲート電極７がこの走査線３に電気的に接続
されて形成されている。
【０００６】また、絶縁基板２上には、活性層６を形成
する半導体層で補助電極８が形成されており、この補助
電極８上には、ゲート絶縁膜を形成する絶縁層で補助容
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量部９が形成されている。さらに、この補助容量部９上
には、走査線３を形成する導電層で補助容量線10が形成
されている。そして、これら補助電極８、補助容量部９
および補助容量線10で補助容量11が形成されている。
【０００７】さらに、補助電極８には、外部に向けて引
き出された引き出し電極12が１ヵ所設けられており、薄
膜トランジスタ５には、この薄膜トランジスタ５により
制御されマトリクス状に配設された透明導体層である図
示しない画素電極が電気的に接続されている。
【０００８】そして、走査線３の電位によって薄膜トラ
ンジスタ５が順次駆動される際には、信号線４に印加す
る電圧を変化させることにより、これら走査線３と各信
号線４との交点にある画素の電位が制御され、液晶の状
態が変化して出画を行っている。
【０００９】さらに、上記図４に示す液晶表示装置を駆
動する際には、画素の補助容量11の周波数応答特性が悪
いと、この補助容量11の補助容量部９で所定の容量が保
持できないため、画素の欠陥を引き起こしてしまう場合
がある。また、補助容量11の補助電極８に活性層６とし
て、ポリシリコンやアモルファスシリコンなどの半導体
を用いた場合には、補助電極８と補助容量線10との間の
界面準位の影響を受けるため、高周波での応答特性の劣
化を招きやすい。
【００１０】そして、この応答特性の劣化には、補助電
極８の形状も起因しているので、コンタクトのために低
抵抗化された補助電極８の引き出し電極12から遠い箇所
ほど高周波の応答特性が劣化しやすい。
【００１１】また、画素電極の数が多くなるほど一画素
当たりの書き込み時間が短くなるため、補助容量11の補
助容量部９の周波数が高く、すなわちアレイ基板１の高
精細化が進むほど、高周波での応答特性の劣化が顕著に
現れてしまう。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】以上のように、上記図
４に示す液晶表示装置は、補助容量11の補助電極８から
の引き出し電極12が１ヵ所であるため、補助電極８と補
助容量線10との間の界面準位が大きく、また、コンタク
トのために低抵抗化された補助電極８の引き出し電極12
から遠い箇所では、補助容量11の高周波特性が悪く、画
素の欠陥を生じてしまう場合があるという問題を有して
いる。
【００１３】本発明は、このような点に鑑みなされたも
ので、画素の欠陥発生を防止できる液晶表示装置を提供
することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】本究明は、透光性を有す
る絶縁基板、この絶縁基板の一主面上に互いに交差して
配設されそれぞれ導電層で形成され互いに絶縁された複
数本の信号線および走査線、前記絶縁基板上に配設され
半導体層で形成された活性層と前記絶縁基板上に配設さ
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れ前記走査線に電気的に接続されたゲート電極とこれら
ゲート電極および前記活性層の間に位置する絶縁層で形
成されたゲート絶縁膜とを有し前記信号線および走査線
の交点に対応して配設される薄膜トランジスタ、前記走
査線を形成する導電層で形成された補助容量線と前記活
性層を形成する半導体層で形成された補助電極とこれら
補助容量線および補助電極の間に位置し前記ゲート絶縁
膜を形成する絶縁層で形成された補助容量部とを有する
補助容量、前記薄膜トランジスタにより制御されマトリ
クス状に配設される透明導体層である画素電極、および
前記補助電極の対向する対辺それぞれに設けられ外部に
引き出された複数の引き出し電極を備えたアレイ基板
と、このアレイ基板に対向する対向基板と、前記アレイ
基板と対向基板との間に配設される液晶とを具備してい
るものである。
【００１５】そして、この構成では、アレイ基板の補助
容量の補助電極の対向する対辺それぞれから複数の引き
出し電極を引き出したことにより、活性層を形成する半
導体層で形成した補助電極と、走査線を形成する導体層
で形成した補助容量線との間の界面準位が大きい場合で
あっても、これら補助容量線および補助電極の間に位置
する補助容量部を有する補助容量の高周波特性を損なわ
ない。このため、画素欠陥の発生が防止されるので、歩
留まりが向上される。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の液晶表示装置の一
実施の形態の構成を図１ないし図３を参照して説明す
る。
【００１７】図１ないし図３に示す液晶表示装置は、ア
クティブマトリクス型ＴＦＴ液晶表示装置であり、アレ
イ基板21を備えている。そして、このアレイ基板21に対
向して図示しない対向基板が配設されており、これらア
レイ基板21と対向基板との間には図示しない液晶組成物
の液晶が配設されている。
【００１８】また、アレイ基板21は、透光性を有する絶
縁基板22を備えており、この絶縁基板22の一主面上に
は、この絶縁基板22からの不純物の拡散を防止するため
のアンダーコート膜23が成膜されている。
【００１９】さらに、このアンダーコート膜23上には、
導電層で形成された複数本の走査線24と信号線25とがそ
れぞれ平行に互いに直交して層間絶縁膜26により絶縁さ
れて配設されている。そして、これら走査線24と信号線
25との交点に対応した位置には、スイッチング素子とし
ての薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor)27が形成
されている。
【００２０】また、アンダーコート膜23上には、多結晶
シリコンとしてのポリシリコンなどの半導体層で略扁平
長方形状の島状の活性層28が成膜されている。また、こ
れら活性層28を含む絶縁基板22上には、ＳiＯ

２
膜など

の絶縁層でゲート絶縁膜29が配設されている。
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【００２１】さらに、このゲート絶縁膜29上には、走査
線24に直交するゲート電極31が、薄膜トランジスタ27の
ゲート領域に電気的に接続され、すなわち走査線24に直
交するように突出して形成され走査線24に電気的に接続
されて形成されている。そして、これら活性層28、ゲー
ト絶縁膜29およびゲート電極31により薄膜トランジスタ
27が形成されている。
【００２２】また、アンダーコート膜23上には、活性層
28を形成する半導体層であるポリシリコンで島状の補助
電極32が形成されている。さらに、この補助電極32上に
は、ゲート絶縁膜29を形成する絶縁層であるＳiＯ

２
膜

で補助容量部33が形成されている。
【００２３】そして、この補助容量部33上には、走査線
24を形成する導電層で補助容量線34が成膜されている。
そして、これら補助電極32、補助容量部33および補助容
量線34で補助容量35が形成されている。
【００２４】さらに、補助電極32の長手方向における対
向する両側、すなわち対辺には、これら対辺から１ヵ所
ずつ、計２ヶ所の引き出し電極36a，36bがそれぞれ形成
されている。これら引き出し電極36a，36bの基端には、
活性層28の側辺にそれぞれ接続された引き出し電極領域
37a，37bがそれぞれ形成されている。
【００２５】そして、絶縁基板22の表面略全域には、層
間絶縁膜26が形成されており、この層間絶縁膜26には、
引き出し電極領域37a，37bと連通したコンタクトホール
38a，38bが開口されている。
【００２６】また、層間絶縁膜26上の略全域には、アル
ミニウム(Ａl)などの図示しない金属膜が形成されてお
り、この金属膜は、信号線25を形成するとともに、薄膜
トランジスタ27の図示しないソース領域またはドレイン
領域のいずれか一方を形成して信号線25に電気的に接続
されて電極を形成している。
【００２７】さらに、この薄膜トランジスタ27のソース
領域またはドレイン領域のいずれか他方には、絶縁基板
22上にマトリクス状に配設された透明導体層である図示
しない画素電極がそれぞれ電気的に接続されている。
【００２８】次に、上記一実施の形態の製造工程につい
て説明する。
【００２９】まず、絶縁基板22上にアンダーコート膜23
を成膜する。このアンダーコート膜23は、化学気相反応
法やスパッタリング法などで形成されたＳiＯ

２
が用い

られている。なお、このアンダーコート膜23は、ＳiＯ

２
以外にもＳi

３
Ｎ
４
や、Ｓi

３
Ｎ
４
とＳiＯ

２
との２層

の薄膜などで形成してもよい。
【００３０】次いで、このアンダーコート膜23上に活性
層28および補助電極32を形成する。これら活性層28およ
び補助電極32は、例えば、プラズマＣＶＤ法、ＬＰＣＶ
Ｄ法、またはスパッタリング法などの成膜方法によりア
モルファスシリコン膜を形成した後、このアモルファス
シリコン膜にレーザーアニールを施して多結晶化されて
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いる。
【００３１】なお、これら活性層28および補助電極32
は、例えば、アモルファスシリコンの種から固相成長に
より形成する方法や、ＳiＯ

４
・ＳiＦ

４
・Ｂ

２
などを原

料ガスとしたプラズマＣＶＤ法で直接形成する方法など
で形成してもよい。また、これら活性層28および補助電
極32は、ポリシリコンの代わりに、アモルファスシリコ
ンなどを用いることもできる。そして、このアモルファ
スシリコンは、例えば、プラズマＣＶＤ法、ＬＰＣＶＤ
法、スパッタリング法などで成膜する。
【００３２】さらに、これら活性層28および補助電極32
をエッチングで島状に形成する。これら活性層28および
補助電極32に対するエッチングは、例えば、ＣＦ

４
・Ｏ

２
ガスを用いたケミカルドライエッチング(ＣＤＥ)など
で行う。ここで、このケミカルドライエッチング(ＣＤ
Ｅ)時におけるエッチングの条件は、Ｏ

２
／ＣＦ

４
流量

比を４、エッチング圧力を４０Ｐa、マイクロ波電源パ
ワーを８００Ｗ、基板温度を６０℃とする。
【００３３】そして、補助電極32の長手方向における対
向する両側、すなわち対辺に、引き出し電極36a，36bを
それぞれ形成する。
【００３４】次いで、活性層28上にゲート絶縁膜29を形
成するとともに、補助電極32上に補助容量部33を形成す
る。これらゲート絶縁膜29および補助容量部33は、テト
ラエチルオルソシリケート(ＴＥＯＳ)・Ｏ

２
を原料ガス

としたプラズマＣＶＤ法で形成する。
【００３５】なお、これらゲート絶縁膜29および補助容
量部33は、プラズマＣＶＤ法以外に、常圧ＣＶＤ法、Ｌ
ＰＣＶＤ法、ＥＣＲプラズマＣＶＤ法、リモートプラズ
マＣＶＤ法などの他のＣＶＤ法や、スパッタリング法な
どの方法で形成することもできる。さらに、これらゲー
ト絶縁膜29および補助容量部33は、(ＴＥＯＳ)・Ｏ

２
ガ

ス以外のＳiＨ
４
・Ｏ

２
ガスなどを原料ガスとして形成

することもできる。
【００３６】さらに、これらゲート絶縁膜29および補助
容量部33を形成した後に、これらゲート絶縁膜29および
補助容量部33の膜質をさらに向上させる場合には、例え
ば、窒素雰囲気中で、６００℃、５時間の条件でこれら
ゲート絶縁膜29および補助容量部33をアニールする。
【００３７】そして、ゲート絶縁膜29上にゲート電極31
を成膜するとともに、補助容量部33上に補助容量線34を
成膜する。これらゲート電極31および補助容量線34は、
モリブデン－タングステン合金(ＭoＷ)やアルミニウム
(Ａl)など、低抵抗金属や不純物が導入された多結晶シ
リコンなどで形成されている。
【００３８】さらに、これらゲート電極31および補助容
量線34を、所定の形状にパターニングした後にマスクと
して自己整合する。
【００３９】次いで、引き出し電極36a，36bの引き出し
電極領域37a，37bに、ｎ型不純物であるリン(Ｐ)を、例
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えば、５ｅ１６／ｃｍ２の条件でイオン注入して、コン
タクトがとれるようにそれぞれ低抵抗化する。このと
き、このイオン注入により導入されるリンを、レーザー
アニールや熱アニール等のアニールで活性化しておく。
【００４０】その後、補助容量35をＰ型にする場合に
は、ボロン(Ｂ)などのｐ型不純物を引き出し電極領域37
a，37bそれぞれにイオン注入する。
【００４１】そして、絶縁基板22の表面略全域に層間絶
縁膜26を形成する。このとき、この層間絶縁膜26に引き
出し電極領域37a，37bと連通するコンタクトホール38
a，38bを開口する。
【００４２】さらに、層間絶縁膜26上の略全域に、金属
膜を形成する。この金属膜は、パターニングされてソー
ス領域に電気的に接続されている。
【００４３】次に、上記一実施の形態の作用を説明す
る。
【００４４】まず、絶縁基板22の一主面上にアンダーコ
ート膜23を形成する。
【００４５】次いで、このアンダーコート膜23上に活性
層28および補助電極32を形成した後に、これら活性層28
および補助電極32をエッチングする。
【００４６】さらに、補助電極32の対向する対辺に引き
出し電極36a，36bをそれぞれ形成する。
【００４７】その後、これら引き出し電極36a，36bの先
端が外部に引き出されるように、これら引き出し電極36
a，36bそれぞれの引き出し電極領域37a，37b、活性層28
および補助電極32上にゲート絶縁膜29および補助容量部
33を形成する。
【００４８】次いで、これらゲート絶縁膜29および補助
容量部33上にゲート電極31および補助容量線34を成膜す
る。
【００４９】さらに、絶縁基板22上の略全域に層間絶縁
膜26を形成し、この層間絶縁膜26上の略全域に金属膜を
形成する。
【００５０】上述したように、上記一実施の形態によれ
ば、アレイ基板21の補助容量35を形成する補助電極32の
対向する対辺から１ヵ所ずつ、計２ヵ所の引き出し電極
36a，36bを引き出したことにより、補助電極32の対辺が
長い場合や、この補助電極32にポリシリコンを用いた結
果、補助電極32と補助容量線34との間の界面準位が多い
場合であっても、補助容量35の補助容量部33における高
周波での応答特性の劣化を防止できる。よって、この補
助容量35の補助容量部33で所定の容量が保持できる。
【００５１】ここで、補助容量35の高周波での応答特性
の劣化には補助電極32の形状が起因しており、この補助
電極32に形成された引き出し電極36a，36bから遠い箇所
ほど高周波の応答特性が劣化しやすいが、この補助電極
32の対辺にそれぞれ引き出し電極36a，36bを形成したこ
とにより、補助容量35の補助容量部33の高周波での応答
特性の劣化を防止できる。
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【００５２】このため、走査線24の電位によって薄膜ト
ランジスタ27を順次駆動させる際に、信号線25に印加す
る電圧を変化させ、これら走査線24と各信号線25との交
点にある画素の電位を制御した場合に生じる画素欠陥の
発生を防止できる。この結果、アレイ基板21を歩留まり
良く製造できるので、製造コストを削減でき、さらに
は、需要者に対する信頼性を向上できる。
【００５３】さらに、画素電極の数が多くなるほど一画
素当たりの書き込み時間が短くなるが、補助電極32の対
辺にそれぞれ引き出し電極36a，36bを形成したことによ
り、補助容量32の周波数を高くした場合であっても対応
できるので、より高精細化できる。
【００５４】なお、上記一実施の形態では、補助電極32
の対向する対辺から１ヵ所ずつ引き出し電極36a，36bを
引き出した構成について説明したが、このような構成に
限定されることはなく、補助電極32の対辺それぞれに少
なくとも１つ以上の複数の引き出し電極36a，36b，…を
形成した構成であれば、上記一実施の形態と同様な作用
効果を奏することができる。
【００５５】
【発明の効果】本発明によれば、補助容量の補助電極の
対向する対辺それぞれから複数の引き出し電極を引き出
したため、補助電極と補助容量線との間の界面準位が大
きい場合でも、補助容量部の高周波特性を損なわないの*
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*で、画素欠陥の発生を防止でき、歩留まり良く製造でき
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の液晶表示装置の一実施の形態の一部を
示す平面図である。
【図２】同上液晶表示装置のアレイ基板のａ－ａ断面図
である。
【図３】同上アレイ基板のｂ－ｂ断面図である。
【図４】従来の液晶表示装置の一部を示す平面図であ
る。
【符号の説明】
21    アレイ基板
22    絶縁基板
24    走査線
25    信号線
27    薄膜トランジスタ
28    活性層
29    ゲート絶縁膜
31    ゲート電極
32    補助電極
33    補助容量部
34    補助容量線
35    補助容量
36a，36b    引き出し電極

【図１】 【図２】
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